
新技術の概要

高い化学的安定性をもつ低仕事関数薄膜とその作製方法

用途分野

特許情報

本技術のアピールポイント

・単原子層のh-BN薄膜で被覆したLaB6薄膜
・大気曝露後、従来(＞1000℃)よりも大幅に低温550℃の真空加熱で清浄化可能

従来よりも大幅に低温(1300℃→550℃)の加熱
でLaB6表面ガス吸着を除去可能になるので、
電子源の長寿命化を実現できる。
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■LaB6 (六ホウ化ランタン)
・仕事関数が2.3eVと低いため、電子源材料として電子顕微鏡や電子描画
装置のエミッタに広く使用されている。

・表面反応性が高いため、雰囲気ガス吸着による表面汚染が容易に生じる。
・>1300℃の真空加熱で清浄化可能であるが、材料劣化も生じる。
■本技術
表面に単原子層のh-BN(六方晶ホウ化窒素)薄膜を形成させることで、

・低仕事関数の特性を維持したまま、LaB6の化学的安定性を向上
・低温550℃で表面の清浄化を実現

○ SiO2基板上にLaB6膜を積層
○窒素0.4重量％を含むLaB6をRFスパッタで成膜
○真空中(＜1×10-5Pa)、温度800～1100℃、時間0.5～3hの加熱
｜
○単原子層h-BNで被覆されたLaB6膜の形成

大気中曝露後、3×10-7Paで550℃加熱(0.5～2h)した表面のSTMトポグラフ像と仕事関数分
布（加熱後にLaB6の仕事関数2.3eVに回復している）
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